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背景 

InGaSbは高いキャリア移動度を有するた

め、p-MOSFETや CMOS等への応用が期待さ

れる素材である。Si(111)基板上に InGaSbを直

接成長させると大きな格子不整合が存在する

ため、単結晶成長するが結晶性の悪いものと

なってしまう。我々は過去の研究で Si(111)基

板上への GaSbの成長において、Si(111)-Ga(√

3×√3)表面再構成上に 0.35nm/minの低レー

ト成長を行う事で高品質な単結晶 GaSb薄膜

の作製に成功している。また、InSbの単分子

層を介して Si(111)基板上に InSbを成長させる

事で Si(111)面内で InSbが 30°回転する事が

分かっている。そこで InGaSbでも同様に、

Si(111)基板上に Inと Gaが混在した表面再構

成構造を作製し InSb単分子層と GaSb単分子

層の混在した面内に低レート成長させる事で

高品質な InGaSb薄膜を作製出来ると考えた。 

実験内容 

Inと Gaの比が 2:8となるように合わせて

0.3ML成長させる事で Si(111)基板上に Inと

Gaの混在した表面再構成構造を作製する。そ

の上に Sbを蒸着する事で InSb単分子層と

GaSb単分子層を形成する。その後 In0.2Ga0.8Sb

のエピタキシャル成長を行い、結晶性の評価

を行った。また、試料の作製は全て分子線エ

ピタキシー法を用いた。 

実験結果 

今回成長させた InGaSbは Ga組成が高い事

から面内での回転は発生しづらく、GaSbの成

長と同様に単結晶成長が優先的に起こると考

えた。（Fig.1） 

Fig.1  Prediction of XRD(Φscan) 

しかしながら、XRD(φスキャン)結果では

基板である Siのピーク位置と 60°ずれた位

置の 2本のピークが存在しており、回転を起

こさずに双晶となっている。（Fig.2） 

Fig.2  XRD(Φscan) 

このことから、少量でも InSb 単分子層が存

在する事で双晶成長を引き起こすと考えられ

る。今後、InSb単分子層と GaSb単分子層の比

率を変化させることで 30°回転しながらも単

結晶成長し、高品質な InGaSb薄膜を作製出来

る条件を模索する予定である。 
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